
Application Note
TAS2x63QFN 原理图和布局指南

摘要

更新的 PCB 截图显示改进了引脚 28 的 GND 连接

在音频应用中，务必最大限度地减少可能由外部条件甚至由 PCB 相同元件导致的噪声影响。所有音频放大器要实

现卓越性能，都离不开干净稳定的电源。任何电源噪声问题都可能导致高 THD+N 和 SNR。此外，模拟输入和输

出也要求具有良好的抗噪性能，不受附近器件数字活动的影响。

本文档介绍了 TAS2x63 器件在单声道配置中的优化布局。这些布局指南旨在最大限度地减少噪声问题并确保出色

的器件性能，

本建议指南引用 TAS2x63EVM 展开介绍。
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1 布局指南

1.1 典型应用电路

图 1-1 所示为 TAS2563 器件的典型应用方框图。
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图 1-1. TAS2x63 方框图

图 1-2 和 图 1-3 所示为元件在 PCBA 参考布局中的位置。

图 1-2. TAS2x63EVM 元件位置
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图 1-3. TAS2x63EVM 元件位置（3D 视图）
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1.2 VBAT
VBAT 为电池电源的输入端，进行内部升压时会承载相当大的电流。VBAT 迹线可分为两条，一条为升压电感器供

电（高电流），另一条从器件为 VBAT 引脚供电（低电流）。必须对 VBAT 电源的每个终端进行去耦，因此去耦

电容器必须放置在升压电感器和 IC 的 VBAT 引脚附近。

必须使用容值至少为 0.1uF 和 10uF 的电容器将 VBAT 旁路至靠近升压电感器的 GND，且必须使用容值至少为 

1uF 的电容器将 VBAT 旁路至靠近 IC 的 VBAT 引脚的 GND。

对于 VBAT，务必考虑以下建议：

• 包括额外大容量电容器，在高功率下降低总体 THD+N，最重要的是使用低 VBAT 电压电平。

• VBAT 采用宽迹线，以便应对总输出功率。

• 请勿在器件引脚、电感器端子和相关电容器之间使用过孔。

图 1-4. VBAT 连接
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1.3 DREG
DREG 为数字核心稳压器的输出端。该引脚必须经 1µF 电容器旁路至 GND，且不能连接至外部负载。TI 建议，
在该 DREG 引脚和 GND 之间，要确保去耦电容器两端的电感尽量低。建议使用多个过孔来降低电感。有关详细

信息，请参阅去耦电容器一节。

图 1-5. DREG 连接
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1.4 GREG
GREG 引脚为高侧栅极电荷泵稳压器的输出端。该引脚不能连接到外部负载。GREG 引脚和 PVDD 引脚之间必须

连接一个容值至少为 0.1µF 的电容器（有关详细信息，请参阅图 1-6）。

TI 建议验证 PCB 设计是否不会产生高于 200pH 的寄生电感。此外，务必要将 GREG 引脚电容器连接到具有星形

连接的 PVDD，而非升压层。这种方法可降低产生 EMI 辐射的可能性。

与接地引脚连接类似，层更改也应使用多个过孔，从而尽量减小寄生电感。

图 1-6. GREG 连接
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1.5 PVDD 和 VBST
VBST 为内部升压转换器的输出端，是为功率级电源引脚 (PVDD) 供电的引脚。必须通过可靠连接将 PVDD 短接

至 VBST 引脚。

对于 PVDD 到 VBST 的连接，必须注意以下因素：

• VBST 不能连接到外部负载。应使用去耦电容器将该引脚旁路至 GND。在 VBST 引脚和 BGND 引脚之间，去

耦电容器两端的电感应尽可能低。有关详细信息，请参阅 LINK。
• 从器件引脚到去耦电容器的寄生电感不应超过 100pH。

• VBST 应通过加厚层连接到 PVDD（使用多个过孔，以降低寄生电感）。

• PVDD 应通过星形连接方式连接至 GREG 电容器。

• VBST 和 PVDD 迹线承载高电流，应支持高达器件过流限值的电流。

• 升压电容器降额与升压电感器之比应满足：L/C < 1/3 • 陶瓷电容器因所施加直流电压而产生的降额。通常情况

下，在 10V 至 12V 范围内，10µF 电容器会损失标称值的 80%（例如，10µF 电容值变为 2µF）。通常情况

下，TI 建议使用 20µF 电容器（或一对 10µF 电容器）作为去耦电容器。

图 1-7. PVDD 和 VBST 连接
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1.6 VDD
VDD 为模拟和数字电源的输入端。与 VBAT 引脚类似，该电源引脚也需要去耦电容器。建议使用容值至少为 

4.7µF 的电容器将 VDD 旁路至 GND。有关详细信息，请参阅去耦电容器一节。

该引脚需要最大 200pH 的寄生电感。

图 1-8. VDD 连接
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1.7 IOVDD
与 VDD 类似，IOVDD 为 I/O 电源的输入端，需要配备去耦电容器。建议使用容值至少为 1µF 电容器将 VDD 旁
路至 GND。有关详细信息，请参阅去耦电容器一节。

图 1-9. IOVDD 连接
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1.8 输出引脚

OUT_N 和 OUT_P 分别是 D 类通道的负输出和正输出。由于其开关特性，TI 建议缩短布线，以限制辐射。

为获得理想电流，在输出引脚附近，PCB 迹线必须加宽。此外，需要使用多个过孔在两个层上为输出布线，从而

尽可能减少寄生阻抗。

使用 EMI 滤波器（LC 阵列）时，务必考虑以下方面：

• 首先是滤波器中的电感。
• 到 GND 或其他输出的电容将拉高电流尖峰，触发过流保护。

• TI 建议，将转角频率下限值固定为 1.5MHz，从而简化滤波器的调试和噪声问题。

• 为 VSNS 引脚串联 1kΩ 电阻器，防止较高的电流尖峰损坏感测引脚的内部结构。

图 1-10. OUT_P 和 OUT_N 连接
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1.9 感测引脚

VSNS_N 和 VSNS_P 分别是电压感测负输入和正输入。在铁氧体磁珠滤波器后，这两个输入连接到 D 类输出

（VSNS_N 连接到 OUT_N，VSNS_P 连接到 OUT_P）。

将这些引脚布线到铁氧体磁珠滤波器时，在扬声器端子处必须连接各自的输出，而非引脚或迹线。此外，TI 建议

为每条电压感测路径添加一个 1kΩ 电阻器。这种方法有助于降低辐射并减少由 EMI 滤波器导致的 ICN 增量。

图 1-11. VSNS_P 和 VSNS_N 连接
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1.10 数字部分

TAS2563 器件涉及数字和模拟活动。布线不同信号时必须小心谨慎，否则可能导致噪声问题，尤其是从数字线路

到模拟部分的布线。

在超快速模式中，I2C 线路的数字线路频率可达 1MHz，I2S 线路的数字线路频率可达 50MHz。这类高频成分会影

响模拟信号的性能。在测量方面，数字噪声电平可能影响示波器捕获或 THD+N 测量结果。

图 1-12. 数字连接
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1.11 接地平面

设计 PCB 布局时，接地平面的布线非常重要。这些平面旨在充分散热并尽可能减少寄生阻抗。不同接地引脚的设

计技巧列举如下：

• 应将 GND 引脚 28 视为信号，并通过过孔单独连接到 GND。请勿在引脚 27 和 28 上铺设 GND 平面。

• 其他所有接地引脚都必须在封装下方进行短接，并通过多个过孔连接到 PCB 接地平面。

• 过孔是电路板各部分进行散热的理想方式。GND 平面需要快速散发积聚的热量，因此有必要在接地引脚附近

增加多个过孔。
• 建议寄生电感不超过 150pH。增加过孔可降低额外阻抗，并提供良好的导电和导热性能。

• 最佳做法是使顶层下方的整个层专用于 GND。

图 1-13. GND 引脚 28
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图 1-14. TAS2x63 顶层

图 1-15. TAS2x63 第 2 层
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图 1-16. TAS2x63 第 3 层

图 1-17. TAS2x63 底层
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2 原理图

图 2-1 所示为 TAS2563 的典型应用电路以及本文所用的元件名称。
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图 2-1. TAS2x63 原理图
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2.1 推荐的外部组件

组件 说明 技术规范 最小值 典型值 最大值 单位

C43、C44 VBAT 去耦电容器 — VBAT 引脚 类型 X7R

电容，容差为 20% 10、0.1 μF

额定电压 10 V

C47，C48 VBAT 去耦电容器 — 升压电感器 类型 X7R

电容，容差为 20% 10、0.1 μF

额定电压 10 V

C61、C72 PVDD 去耦电容器 类型 X7R

电容，容差为 20% 10 μF

额定电压 35 V

C49，C50 VDD 去耦电容器 类型 X7R

电容，容差为 20% 4.7 μF

额定电压 6 V

C55 DREG 去耦电容器 类型 X7R

电容，容差为 20% 0.68 1 1.5 μF

额定电压 6 V

C51、C52 IOVDD 去耦电容器 类型 X7R

电容，容差为 20% 1 μF

额定电压 6 V

C60 GREG 去耦电容器 类型 X7R

电容，容差为 20% 0.1 uF

额定电压 10 V

如果需要用到 EMI 
滤波器，请用这些

电感器替换 R18 和 

R19

EMI 滤波电感器（可选）。不建议使用，
因为会使 THD+N 性能降低。该器件为无

滤波 D 类器件，无需这些磁珠电感器。

100MHz 时的阻抗 120 Ω

直流电阻 0.095 Ω

直流电流 5 A

C53、C54 EMI 滤波电容器（可选，如果使用 C37、
C49、C106、C115，则必须使用 EMI 电
感器）

电容 1 nF
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3 去耦电容器

所有 PCB 布线均已定义阻抗，在各设计阶段都必须考虑这些阻抗。这些信号路径将作为电路板中的附加元件。另

外，PCB 线路具有可导致不同功率分布的寄生电感和电容。

为减少所有这些寄生阻抗的负面影响，TI 建议，VBAT 和 VDD 去耦电容器连接应遵循以下规则：

• 在同一层且靠近器件引脚的地方放置去耦电容器。去耦电容器存储本地电荷，并在需要时提供较大瞬态电流。

TAS2563 器件具有许多开关活动和电压波动，需要在短时间内产生较大电流瞬态。此外，由过孔、迹线和焊盘

引起的寄生效应会在电源中产生压降。将去耦电容器靠近电源引脚放置，可补偿这些影响，并在需要时提供较

大的瞬态电流。对于多层板，电容器应放置在 TAS2563 器件所在层。否则，因过孔连接而产生的附加电容可

能会降低去耦电容值。
• 将去耦电容器放置在尽可能靠近 VDD 和 GND 过孔的地方。如果可能，将过孔直接放置在电容器安装焊盘上

或其附近。过孔定义阻抗取决于其长度和直径。该阻抗可能导致压降（在高频应用中，信号完整性受显著影

响）和电流，必须减小或加以避免。因此，TI 建议，在安装焊盘周围增加多个过孔。这种方法可降低寄生阻

抗。

图 3-1. 去耦电容器

4 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (December 2020) to Revision A (January 2022) Page
• 更新了“PCB 截图显示，改进了引脚 28 的 GND 连接”...................................................................................1
• 在 节 1.11 中添加了引脚 28 说明...................................................................................................................... 13
• 添加了 图 1-13，GND 引脚 28 ........................................................................................................................ 13
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